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(54) TiUe: SEMICONDUCTOR DEVICE FOR EMITTING LIGHT 

(54) Bezeichnung: HALBLEITERVORRICHTUNG ZUM EMITTIEREN VON LICHT 



< 




(57) Abstract: The inventive 

semiconductor device for emitting light 
when a voltage is applied comprises 
a first (3), second (5) and third active 
semiconductor area (7A-7C). The 
conductivity of the first semiconductor 
area (3) is based on charge cairiers of 
a first type of conductivity. The con- 
ductivity of the second semiconductor 
area (5) is based on charge carriers of 
a second type of conductivity whereby 
the charge thereof is opp>osite to that 
of the charge carriers of the first type of 
conductivity. The active semiconductor 
area (5 13) is arranged between the first 
and second semiconductor area (3, 5). 
Quantum structures (13) are embedded 
in the active semiconductor area (5) and 
are made of a semiconductor material 
which has a direct band gap. The 
quantum structures are structures whose 
dimension in at least one direction of 
expansion is small enough such that 
the properties of the structure can be 
substantially influenced by quantum 
mechanical processes. 



(57) Zusanunenfassung: Eine erfindungsgemaBe Halbleitervorrichtung zum Emittieren von Licht bei Anlegen einer Spannung um- 
fasst einen ersten (3), einen zweiten (5) und einen diitten, aktiven Hableiterbereich (7A-7C). Wahrend die Leitfahigkeit des ersten 
Halbldteibeieiches (3) auf Ladungstragem eines ersten LeitfMhigkeitstyps beruht, beruht die Leitfahigkeit der zweiten Halbleiter- 
bereiches (5) auf Ladungstragem eines zweiten Leit^ihigkeitstyps, welche eine den Ladungstragem des ersten Leitfahigkeitstyps 
entgegengesetzte Ladung aufweisen. Der aktive Halbleiterbereich (5 13) ist zwischen dem exsien und dem zweiten Halbleiteibereich 
(3, 5) angeordnet. In den aktiven Halbleiterbereich (5) sind Quantenstrukturen (13) eingebettet, die aus einem Halbleitermaterial 
hergestellt sind, das eine direkte Bandlucke aufweist Unter Quantenstrakturen sind dabei Stmkturen 
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Veroffentlicht: 

— ohne intemationalen Recherchenbericht und emeut zu ver- 
offeralichen nach Erhalt des Benchts 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



zu verstehen, die in mindestens einer Ausdehnungsrichtung eine Abmessung aufweisen, die deiait gering ist, dass die Eigenschaften 
der Struktur von qaantenmechanischen Vorgangen wesentlich mitbestimmt werden. 



